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DNA は半導体としての性質があり，ゲート電圧を変化させることで，トランジスタ特性を示す

ことが知られている 1,2)．アデニン-チミン対のみ，グアニン-シトシン対のみで構成された DNA は

それぞれ n型， p型半導体としての電気伝導を示す 3)．また，DNA に放射線を照射すると損傷が

起き，損傷と反応する物質で標識すれば顕微鏡で観測可能である 4)．もし DNA の放射線損傷が

DNA を流れる電流値の変化として取り出せるならば，電気的観点での DNA の放射線損傷メカニ

ズムの解明，さらには DNA を用いた放射線被曝センサーへの応用などが期待される．そこで本研

究では，DNA を用いたトランジスタを作製し，軟 X 線照射前後の電気特性の変化を調査する． 

Fig. 1はDNAを用いたトランジスタ『DNA/Si-MOSFET』の概要図である．SOI基板から，MOSFET

構造を作製した．使用する DNAは PCR法を用いて合成し，鎖長は 450 bp（153 nm）とした．DNA

は Si上に AGE（Allyl glycidyl ether）を経由して固定化させた．軟 X 線の照射条件は，フォトン

エネルギー500 eV，照射時間 40分で行った． 

作製したDNAトランジスタの軟X線照射前後の Id-Vd測定の結

果を Fig. 2に示す．ドレイン電流 Idは照射により 6桁程度減少し，

軟 X 線照射により DNAが確実に損傷したと考えられる．DNA 中

の元素が照射により内殻電子を放出しイオン化されることで，

DNA に損傷が起き電流値の変化として現れたと考えられる．今後

500 eV以外のエネルギーをもつ放射線を照射し電流値の変化を調

べることで，DNA の損傷と流れる

電流の関係性が明らかになってい

くと思われる． 
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Fig. 1: Schematic diagram of 

the DNA/Si-MOSFET. 
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Fig. 2: Id-Vd characteristics of the DNA/Si-MOSFET (a) before 

500 eV soft X-ray irradiation and (b)after irradiation. 
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